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構成 

効果 

グラフェン層積層ダイヤモンド基板の製造方法 
●高品質、低製造コストなグラフェン層積層ダイヤモンド基板の製造方法 

❶技術分野 

本発明は、グラフェン層を積層したダイヤモンド基板の製造方法に関する。 

❷発明の背景と目的 

金属層を炭素含有層に接触させ、金属層を加熱することで、金属層中に炭素含有層中の炭素

を溶解させ、ついで、金属層を冷却することで、金属層に接触させた耐熱材料の表面に金属層

中の炭素をグラフェンとして析出させるグラフェン基板の製造方法が開示されている（国際公

開ＷＯ２０１２／０８６３８７パンフレット）。しかしながら、この技術には、作製したグラフ

ェンを基材に転写しなければ回路として成立しないという問題点がある。 

本発明は量産性があり、高品質であると同時に、低製造コストで半導体装置製造に直接使用

可能で、設計した回路のとおりにグラフェン層積層ダイヤモンド基板の製造方法を提供する。 

❸発明の構成と効果 

グラフェン層積層ダイヤモンド基板の製造方法は、ダイヤモンド基板にＮｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、

ＣｕおよびＣｒからなる群から選ばれる１または２以上の金属からなる金属材を接触させ

る工程と、金属材を接触させたダイヤモンド基板を水素ガスまたは不活性ガス雰囲気下６０

０～１３００℃の温度で加熱した後に急冷する工程と、を有することを特徴とする。 

本発明に係るグラフェン層積層ダイヤモンド基板の製造方法は、ダイヤモンド基板にＮｉ、

Ｆｅ、Ｃｏ、ＣｕおよびＣｒからなる群から選ばれる１または２以上の金属からなる金属材

を接触させる工程と、金属材を接触させたダイヤモンド基板を水素ガスまたは不活性ガス雰

囲気下６００～１３００℃の温度で加熱した後に急冷する工程と、を有するため、量産性があり、

高品質であると同時に、低製造コストで半導体装置製造に直接使用可能で、設計した回路のとおり

にグラフェン層積層ダイヤモンド基板を得ることができる。 

        


